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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性領域を含む半導体基板と、
　前記基板の上面の一部に形成され、絶縁領域を定義する絶縁物と、
　共通コンダクタ層からパターニングされ、前記基板上に形成され、前記絶縁物上に形成
された第１パターン部と、
　前記活性領域上に形成され、前記活性領域内に形成されたトランジスタのゲートを含む
第２パターン部を含むコンダクタ層パターン、および
　前記コンダクタ層パターンの前記第１パターン部上に形成された下部電極、前記下部電
極上に形成された誘電層パターン、および前記誘電層パターン上に形成された上部電極を
含む絶縁領域内のキャパシタを含む半導体集積回路素子。
【請求項２】
　前記誘電層パターンは、高誘電率物質、酸化物、酸化物－窒化物－酸化物構造のうちか
ら選択された誘電物質のうちのいずれか一つである請求項１に記載の半導体集積回路素子
。
【請求項３】
　前記上部電極は、前記誘電層パターン上に形成された第１上部電極層パターンと前記第
１上部電極層パターン上に形成された第２上部電極層パターンとを含む請求項１に記載の
半導体集積回路素子。
【請求項４】
　前記誘電層パターンは、前記上部電極の側壁に沿って形成される請求項１に記載の半導
体集積回路素子。
【請求項５】
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　前記基板上に形成された層間絶縁膜をさらに含み、前記キャパシタは前記層間絶縁膜を
通して（through）形成され、
　前記キャパシタは前記コンダクタパターンの第１パターン部上の一部に形成され、前記
下部電極コンタクトが前記層間絶縁膜を介して延長され前記コンダクタパターンの前記第
１パターン部の他の部分の上部表面と電気的に連結される請求項１に記載の半導体集積回
路素子。
【請求項６】
　前記基板上に形成された層間絶縁膜をさらに含み、前記キャパシタは前記層間絶縁膜を
通して（through）形成され、
　前記層間絶縁膜を介して延長され前記上部電極の上部表面と電気的に連結される上部電
極コンタクトをさらに含む請求項１に記載の半導体集積回路素子。
【請求項７】
　半導体基板の上部に絶縁領域を定義する絶縁物を形成し、
　基板上にコンダクタ層を形成しパターニングして、前記絶縁領域の絶縁物上の第１パタ
ーン部と前記活性領域上の第２パターン部とを含む伝導性パターンを形成し、
　前記伝導性パターンの前記第１パターン部上に下部電極を形成し前記下部電極上に誘電
層パターンを形成して、および前記誘電層パターン上に上部電極を形成して、前記絶縁領
域の絶縁物上にキャパシタを形成することを含む半導体集積回路素子の製造方法。
【請求項８】
　前記誘電層パターンは、高誘電物質、酸化物、酸化物－窒化物－酸化物構造のうちから
選択されたいずれか一つの誘電物質を含む請求項７に記載の半導体集積回路素子の製造方
法。
【請求項９】
　前記上部電極は、前記誘電層パターン上に形成された第１上部電極層パターンと前記第
１上部電極層パターン上に形成された第２電極層パターンとを含む請求項７に記載の半導
体集積回路素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記キャパシタは、
　前記伝導性層パターン上の基板上に層間絶縁膜を形成し、
　前記層間絶縁膜をパターニングして前記伝導性層パターン上の第１パターン部の一部を
露出させるオープニングを形成し、
　前記オープニングの底面および内壁に下部電極層を形成し、
　前記オープニングの底面上の下部電極層パターンを形成するために前記下部電極層をエ
ッチングし、
　前記下部電極上に誘電層を形成し、
　前記誘電層上に上部電極層を形成して、
　前記上部電極層と前記誘電層下部の前記層間絶縁膜を露出させるために前記層間絶縁膜
を平坦化する工程を行うことを含む請求項７に記載の半導体集積回路素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記上部電極層のエッチングは、前記オープニングの内壁から電極層を除去する請求項
１０に記載の半導体集積回路素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記層間絶縁膜を平坦化する前に前記層間絶縁膜上に犠牲層をさらに形成してパターニ
ングすることを含み、
　前記パターニング工程は前記犠牲層と層間絶縁膜とをパターニングして、第１オープニ
ングを形成することである請求項１０に記載の半導体集積回路素子の製造方法。
【請求項１３】
　エッチング方法で第２オープニングを形成するために前記第１オープニングを拡張させ
ることをさらに含む請求項１２に記載の半導体集積回路素子の製造方法。
【請求項１４】
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　前記拡張の後に、前記犠牲層の下が除去された部分が前記第２オープニング上に形成さ
れる請求項１３に記載の半導体集積回路素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記キャパシタは、前記伝導性パターンの前記第１パターン部上の一部に形成され、前
記層間絶縁膜を通して延長され前記伝導性パターンの前記第１パターン部の他の部分の上
部表面と電気的に連結される下部電極コンタクトを形成することをさらに含む請求項１０
に記載の半導体集積回路素子の製造方法。
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